
Aieckone Lichtemitteranzeigeeinheit V Q C 1 0 

Die alphanumerische Lichtemitteranzeigeeinheit VQC 10 ist eine 

vierstellige rotstrahlende Anzeige, bestehend aus vier 5 x 7 LED- 

Matrizen, die nebeneinander auf einer durchkontaktierten Leiter- 
platte angeordnet sind. Als Lichtemitter werden rotleuchtende 

GaAsP-Chips eingesetzt, Die Zeichenhöhe beträgt 8 mm, Die vier- 

stelligen Punktmatrizen sind aneinanderreihbar. Das Zeichen- 

rasternaß beträgt 10 mm, 

Äer Einsatz der Anzeige ist vorzugsweise für Datenerfassungsgeräte, 

uchungs- und Frakturierautomaten, Schreibmaschinen, numerische 

Steuerungen und Kleincomputer vorgeseben, 

Das Bauelement wird mit einer roteingefärbten transparenten 

FPlastkappe abgedeckt. 

Kenngrößen bei Yı = 25 ° min. typ. max, 

Lichtstärke: 
mnittelwert 1)2)3) 
bei Ur = 5 V VQ0 104 D 25 - - yuca 

va 108 T, 30 “ - yaca 
VQ 10 C !!.'V 38 - - ca 

VQ 10 D Iv 48 - - /ucd 

Lichtstärkeverhältnis!?2)9) 
gcn Dioänchip zu Iv maxX _ 6 2,0 
1odenchip 
bei Ur = 5 V * min 12 

Stromaufnahme 
bei Uog = 525 V 1060 w - 68 mA 

“ _Eingangsastrom 
vei U c >= 525 7 
und uU‘I’H = 24 V I - — 0,08 mA 
und Ury =5,5 V I - - 04 mA 

ÜLichtstärkemessung erfolgt an ei_gem beliebigen Diodenchip mit 

einem Öffnungswinkel von 15° + 3°. 

2)tp = 250/us; U=1 : 10 
3');,.-Wert gemittelt über alle 140 Diodenchips eines BE 

4>Prüfmg des Lichtstärkeverhältnisses erfolgt durch visuelle 
Kontrolle auf Basis von Vergleichsmustern, 
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RE 
V Q C 10 electronic 

min, typ. max, 

IL—-Eing.-Strom Daten 

mna 090 5 018 7 .. „ - 2 m 
I—Eing.-Strom Takt 
bei UGC = 5,25 V _IILC - - 0,8 mA 

Zeileneingangsstrom 
bei UIZ = V 
und Usg = 4,75 V 177 - = 500 mA 

Eingangsdiodenspannung 

bei Uoco = 4,75 V 
und-I7g = 12 mA =Ur0 - - 15 V 

Wellenlänge des I‘.iaimumez) 
der spektralen Emission 

Spektrale Strahlu.ngs-2> 
bandbreite A7LO,5 - - 40 nm 

Da 630 665 690 nm 

Temperaturkoeffizient 
der rel. Lichtstärke 
bei 4, = 25 bis 85 % —Ok - - 1,0 Z/K 

Reduktionskoeffizient 
der Gesagä:verl S b 
leist 
bei uäi = 25 dis 85 °C — pr “ - 15 aW/K 

7ar d 40 on? dei «P > 0 °C; Kühlfläche Ay wird durch die Kupfer- 
flache einer Le1terpl gebildet, die sich unmittelbar am BE 
befındet und mit den Ansc.lüssen 3‚ 6, 10 und 13 verlötet ist. 
Ar kann mit Massepotential verbunden sei.n 
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FE 
electronic VOC 10 
Grenzwerte min M8axX, 

Betriebsspannung ö 
dei q9‘a = —25 bis 85 %C Voc (0) 7 Y 

Eingangsspannung o 
bei a > =25 bis 85 C U. 

Zeileneinga.ugsspannungo ] 
bei o = -25 bis 85 C U. o 5 V 

Gese.mt-verlustle:'.stu.ng% 
bei n = -25 bis 25 ° Baat - 1,65 

Taktfrequenz 
bei = —25 bis 85 ° a 2 

SDrpei U 5 V3 Urn =5V; Ü= 1:8 und einem 8i Ugg = 540 Vı Urn = 5 Vı 4 = 1: 
Anzeigenbelastungsfaktor von 0,57 (20 Dioden- 
chips je Stelle eingeschaltet) 



eleCctronic 
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(5,9,.|_ 
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® 0,20+0,05 

} 

(10) . 3,040,5 | |7,004%0.15 

| (3 x 10 =30) N Stelle der 
| 39,8 10,2 Kennzeichnung 

4X 25=85 Tabelle 1 
x 2,5 =- S, _ 

- s:\:tuß Anschluß- ] 
Nr. belegung 

1 D1 

Z cp1 
3 _ [Masse D 
& D3 
5 cp2 
6 Masse 2) 
7 LV. 

8 D2 
3 <p3 

10 [Masse 2) 
11 D4 

12_ _ Icp4 

_ 1lt++44rtrHEtEt4E4 1ä Ü;sse a 

Masse: 8 g —15 D5 
Standard: TGL 38469 6 Masse 

” a [F TZ7 
76 ®_ |z6 ! 

z ;r_19 23 —1 
} 

B / Z izz 
3 |-DE _2 [Zz4 
e 23 |Z5 

Behalt cp7 8 i_24_ | Masse 
c - 
zeichen c3h z )Anzeigefläche 

2)Wärneableitstift 
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electronNiIC V Q C 10 
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! 

] 
| | 
! | 

I\ IC1 & IC4 \ 

| 
| 
] 

n v z Y 7 T ' 
' ı H 1 l 

\ s {1 4 \ \ hH 1114 \ \ 

A . _ .||„ L[ |! 

| __ L1 
j M | 

Vcc } S 

. Masse 1624 \ l 
F Tuktspunnunggn __l Y 

lu A { 
3 'l H | 

W2Hg H ': 'niu 
3° — —7 | L 

Dateneingange 
D1 L 

Dz°#L — H —- 

a
 

D3 °—+ { 
D4O- + &— —A —+ \ 

DSO- T_ ) n a | 

Blockschaltung 
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VvOC 10 eISEIrOMIE 

25 

mA 

!‚z ‘f(U|z) 

i =25% 

E g { 
pA *A—r—f"——?—-+—“r—a?‘—— + 

‚2 _E I I 

VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTONIK BERLIN } ";\ä;.'):31 
im VEB Kombinat Mikroelektr 



REF: ; 
eiectronNiIC VOQOC 10 

Zeile Zeile 
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Uiz 
zulässiger Arbeitsbereich der VQC 10 

als Funktion der Umgebungstemperatur 
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VvQC 10 electronic 

40 

acd typ. 

30 

1y imin. 

2°_ 

y f (Uz) 
10 ı=25°C 

T =1:10 

tp - 250ß"5 

5 T 
3 5 V 

Lichtstärke eiues Diodenchips 

in Abhängigkeit von der Zeilenspannung 

Uz —— 
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